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E merimdi
Laboratarinm efebirokimia Juricvan Kimta FMIPA Univercitas Awdalios

D irerine 28 Dexernher 1996, direvisi 10 Jonuard 997 disefuiud {1 Jamuar
Tard

INTISARI

lelalh dilakukan penelitian tentang plating  mir-glektrik. fembaga dengan
menppunekan  dimetil amina borana (DMAB)  sebagyi redukior. Laju
depasisi ditentekan dari penambahan berat dan uniuk mesgukur potensial
campuran digunakan elekirods knlomel jenuh (SCE)L. Komposisi elekiralit
dikembangkon dan porameter deposisi telah dioptimasi,

ABSTRACT

It has heen investigated on electroless plating copper with dimetil smine
borane DMAB) as reduction agent. The cate of deposition was determined
by wenght mwo and for the max polential measurement saturdted calomel
clectrade was wsed. An electralvte composition has been developed, and the
deposition parameters have been aptimized.

PENDATTULUAN

Plating mir-elekirik tembags banyak digunakan dalam industri elektronik,
khosusnva untak pembuntan "printed: eirewit-board™ {(PCB). Teknik phating
nir-glektrik atau plating tenpa listrik adalal suatu cam pelepisan ying dalam
pelaksanasnya tanpa menggunakan arus lisoik dan luar, Elekfron vang
diperlukan uniuk mereduksi (deposisi) ion logam berasal dar spatu za

peredukar (1,20




Zat pereduks yvang banyak digunakan dalam plating tembaga adalah
formaldehid. Olel karena formaldehid memipakan sustu senyawa yang
bersifat racun bahkan diduga dapat menimbulkan kanker dan dalam proses
plating membutuhken lanetan. denpan pH yvang tinggi, maka akhir-akhir ini
bunyak dilukukan penelitian untuk meneari zat pereduksi lain yvang dapat
menggantiken formaldehid tersebut, Beberapa zat pereduksi yang mungkin
dapiat menggantikan formaldehid adaleh hipofosfit, dimetil aming borana.
asam ghoksil, hidrazin, dan bor hidrida {3,4,5), DMAB belum banyak diteliti
sebagai redukior untuk plating nir-elektrik tembaga, sehingpa belum banyuk
informasi vang diperaleh (3,5).

Proses plating nir-elekirik terdapat pada suatu potensial yang terlelsk
antars polensial elektroda dari reaksi bagian katodik dan anodik. Tergantung
apakal reaksi anoda atan katode yang menentukan potensial, maka petensial
campuran akan bergeser ke arah anodik atau katodik (6,7.8),

Sehubungan denpan itu dilakukan penelstian tentang plaling nir-
elekirik dengan mengeunakan DMAB sehagai redukior. Dar penelitian ini
didapatkan infermasi tentang pengaruh mesing-masing komponen, sehingga
diketzhui parameter deposisi yang menghasilkan laju plating vang linggi.

BAHAN DAN METODA

Bahan dan Alat

Bahan yang digunaskan delam penelitian ini adalah lempengan tembaga
sebagai substrat, PdCly sebagai pengaktif, HNO;, dan larotan plating:
Cus0, SHL0 sebagai sumber ion logam, EDTA sebapai penpompleks,
dunetil arming borana sebagai reduktor, amonium hidroksida untuk pengatur
phl Alat yanpg dipakai adalah termostat, aln-alat gelas, elekiroda kalomel
jenuh, neraca analitik, dan pli meter,

Metoda

Substrat ( lempengan tembaga ) mula-mula dibersihkan dengan mema-
sukkannya kedalam laretan HNG, 10 % selama 1 menit. Substral tersebul
kemudian dinktifkan dengan larutan POl 0,1 % selama | menit. Substrat
yang teluh aktit ditimbang dan dimasukan ke dalam lacutan plating, Setelab
substral dicelupkan dalam barotan plating dalam wakto tertentu dikeluarkan
dan  dikeringkan, kemudizn dJitimbang kembalic Lajs plating (deposisi)
ditgniukan deri perbedaan berat substral sesudab dan sebelum plating,
Patensial campurin ditentickan dengun mengekur potensial selama proses
deposisi dengan cara menghubungkan substrat dengan elektroda kalomel
Jenuly (5CEY

id




HASIL DAN PEMBAHASAN

Garboar | memperlihatkan pengaruh konsenirasi termbaga terhadap laju
platimg  dan potensial  campuran  selama  plating tembapa  dengan
menggunakan DMAHB sebagai pereduksi. Lajo deposisi mencapai maksimum
pada sekitar 0015 M tembaga sulfut. Pade konsentrasi tembagn vang lebih
Lingge dart 0,015 M deposit tembaga yang lerbentuk terlifat karang baik dan
laju deposist menjadi rendah. Dengan semakin tingginye konsentrasi DMAR

mika polensial semakin bergeser ke harga potensial yang lebih neganif
(katodik),
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Gambar 1. Pengaruh Konsentrasi tembaga terhadap laju deposisi (¥eep ) dan
petensial Campuran (Epqp).

Penparuh konsentrasi DMAR diperlihatkan pada Gambar 2. Laju
déposisi menjadi nok dan potensial campuran bergeser kearsh negatif
dengan natknya Konsentrasi DMALD  sampat meneapai 0,002 M, Pada
konsentrasi DMAB yang lebib besar dari 0,002 M maka laj

1 deposisi dan
rotensial campuoran menjedt tetap
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Gambar 2. Pengarul konsentrasi DMAB terhadap luju deposisi (v} dan

Potensial Campuorun {Epqp)

[3alam proses plating nir-elekirik, pH mempunyai peran vang amat
pending (3.9} Dalam penelitian ini. amaonium hidroksida digunakan uniuk
mengatur harga pH yang diinginkan, Semakin tinggi nilai pH larutan
menyehabkan Jaju deposisi semakin hesar dan potensial campurzn semakin
negatil, akan tetapi pengarubnya tidak terlaly besar sepertt terlibat pada
CGiambar 3. Pada harga pH lebeho kecil dan 8 maka deposisi tembaga fudak
erjmle Pepgarah pH. dalam hal i adulal OH", dapat dijelaskan dengan
menganggap hahwy spesi pereduks aktif adalah BIGOH sepert reaks:
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Feaksi mi menunjukkan bahwa DMAE hereaksi langsung dengan ion CiH
membentek spesi pereduksi BHyOH. Dengan demikian lojy reaksl semasin
hisar denean senakin tmeginysa nikae pH.

Penearuh temperatur terhadep fiague deposis dom pods naial eampuman

dapat dilibat puda Gambar 4. Dengan maikmyi emperatus inaka b depisisg
menact ||||| lsme thien ||._.r._;1._-:|_-_ compl e DergsseT | e | L ST T

Lapisen tembag yang bak terjadi pada temperitur (1 Ve,
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Giambar 3. Pengaruh pH terhadap laju deposisi dan potensial CHIEYPLITAL,
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Cigimbar 4. Pengaruh Temperatur techiadap laju deposisi dun potensial
Campuran

Gumbar 3 memperlibatkan laju plating terhadap wakiu proses
plating, Laje plating meningkat fajam sampad waktu platiog 10 menit. Pada
waktu plating vang lebih besar dari 10 menit, faju plating menjadi konstan,
Inl menunpekkan bahwa sampai wakio 10 menit, deposisi winbaga terfadi
pada permuhaan  paladiom.  Setelsh  permukaan  poaladium  ditutupi oleh
tembagn, maka deposisi terjadi pada permukasn tembage dengan faju yang
lebih kecil.
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Gambar 5. Pengaruh waktu terhadap laju deposisi,
KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sehagai

berikut

1. Komposisi lerutan yang membert laju yang besar dan lapisan yang baik
adalub CuSOy. 5Ha0; 0,013 M, EDTA: 0016 M, DMAR: 1,045 M, pli:
Ly dan temperatur 6070

2. Adenya hubungan linear antara laju plating dan potensial  campusan.
Semakin besar laju pluting maka potensial campuran  bergeser ke arah
Latedik.
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